
Centre Nacional de M icroelectrbnica-CSIC * 

El Centre Nacional de Microelectrbnica (CNM) del 
Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) 
fou creat el 1985 per iniciativa de la Comissió Interminis- 
terial de Ciencia i Tecnologia i del Ministeri d'Indústria, 
corn a centre amb patronat, amb l'objectiu fonamental 
d'impulsar la microelectrbnica al país tant en el món in- 
dustrial corn en l'acadkmic, realitzant i ikpulsant acti- 
vitats d'R+D en els camps del disseny i test de circuits 
integrats i en les seves tecnologies de fabricació, corn 
també en aquells nínxols tecnolbgics determinats per la 
política industrial del país que permetin una forta inter- 
acció entre el CNM i la indústria. Entre aquests nínxols 
aviat van ser seleccionats els camps de circuits integrats 
d'aplicació específica (ASIC), dispositius de potencia, 
sensors microelectrbnics, i dispositius optoelectrbnics, 
corresponents a Arees de silici i semiconductors compos- 
tos. 

En aquest camp, la investigació (tant bhica corn 
precompetitiva) i el desenvolupament tecnolbgic són les 
principals activitats del CNM. Addicionalment, la for- 
mació avancada, dirigida a postgraduats o profesionals 
tkcnics d'empreses, i els serveis a la indústria són objecte 
d'una important dedicació. Una distribució aproximada 
de l'esforc que actualment es dedica a cadascuna de les 
esmentades activitats és: 

Investigació basica 20% 
Investigació precompetitiva 30% 
Desenvolupament 20% 
Serveis a la indústria 15% 
Formació avancada 15% 

En el moment de la seva creació, el CNM fou estruc- 
turat en tres departaments, distribuits en dues seus, 
Barcelona i Madrid, i es va concentrar tota l'activitat 
microelectrbnica relacionada amb el silici corn a mate- 
rial base (tant en els aspectes de disseny corn de tec- 
nologia de fabricació) a la seu de Barcelona, i a la seu 
de Madrid va quedar la tecnologia basada en els semi- 
conductors compostos. 

L'any 1989 el CNM va adquirir l'estructura que pos- 
seeix en l'actualitat, amb la incorporació d'un grup 
d'investigació ja consolidat de la Universitat de Sevilla 
corn a quart departament, amb seu en aquesta ciutat 
(vegeu l'esquema de la pagina 24). 

*Presentació realitzada per Emilio Lora-Tamayo, director 
científic del centre 

Seu de Barcelona 

La seu de Barcelona, en la qual ens centrarem d'ara 
endavant, esta ubicada en el cariipus de la Universitat 
Autbnoma de Barcelona, a Bellaterra, i ocupa una su- 
perfície de 5.000 m2, distribuyts en tres edificis de nova 
construcció. Un d'ells, de 3.400 m2, allotja la direcció i 
l'administ'ració del CNM, que és única per a les tres seus, 
i també els despatxos dels investigadors i els laboratoris 
no crítics: 

e Laboratori de caracterització elkctrica 

Laboratori de fiabilitat (enginyeria inversa) 

e Centre de disseny 

a Laboratori de simulació 

e Centre de calcul. 

Dos edificis independents constitueixen el complex Sala 
Blanca. Un d'ells, de 1.000 m2, allotja la Sala Blanca 
prbpiament dita, és a dir, el recinte estanc (estruc- 
tura house in house) on les condicions de tempera- 
tura, humitat, pressió i puresa de l'aire (classe 100 
a 10.000, segons les hees) estan críticament contro- 
lades, i on estan instal-lats els equips de processament 
d'oblies. L'estructura i l'equipament la fan apta per 
a tecnologies VLSI (very large scaie integration). Les 
diferents arees de la Sala Blanca alberguen els processos 
termics, d'implantació ibnica, fotolitografia (hea  instal- 
lada sobre un sol antivibratori), gravat sec, dipbsit de 
dielectrics, metallització, processos humits, test in Line i 
encapsulació, que degudament concatenats, porten a la 
fabricació de dispositius semiconductors i circuits inte- 
grats. 

L'edifici de serveis, de 600 m2, 'compren els sistemes 
de tractament d'aire i aigua, la xarxa de distribució de 
gasos ultrapurs, els equips de buit i aire comprimit, i 
l'estació elkctrica (25 KV, 3.000 KVA), corn també els 
sistemes de seguretat i tractament de residus. 

La tecnologia establerta a la Sala Blanca del CNM és 
una tecnologia digital CMOS de 3-5 micres sobre oblies 
de 4", que esta previst que evolucioni a una tecnologia 
mixta digital/analbgica d'1,5-2 micres. 

La seu de Barcelona allotja dos dels quatre depar- 
taments del CNM. El Departament de Silici té corn a 
objectiu bhic la investigac senvolup 
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